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Ministeric de Capital Humano
Universidad Tecnoldgica Nacional
Facultad Regicnal San Francisco

2023 - "1983/2023 - 40 afios de Democracia”

San Francisco, 20 de diciembre de 2023

VISTG 1a Resolucion de Consejo Directivo N2 481/2022, 1a Ordenanza N° 1549 y el proceso
de acreditacién de carreras de grado solicitado por CONEAU, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolucion de Consejo Directivo N2 481/2022 aprueba el nuevo modelo de
planificacion que incluye el programa analitico utilizado por la Facultad Regional San Francisco.

Que la Ordenanza 1549 Reglamento de Estudio para todas las carreras de grado de la UTN,
&n su articulo 8.2.1 establece “El programa sobre el cual versara la instancia de evaluacién final sera

el programa analitico completo de la asignatura, aprobado por el Consejo Directivo y vigente al
momento de rendir”.

Que el sistema de CONEAU Global solicita como anexo en la seccidn de las materias

curriculares de cada carrera, la carga del programa analitico, desprendido de la planificacion de la
asignatura.

Que el Departamento de Ingenieria Electronica elevd los programas analiticos de las
asignaturas correspondientes al Plan 2023 para su aprobacion.

Qe la Comision de Ensefianza del Consejo Directivo de la Facultad Regional San
Francisco, analiza la propuesta y avala la solicitud.

Que el dictado de la medida se efectiia en uso de las atribuciones otorgadas por el Estatuto
Universitaric.

FPor elio,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° .- Aprobar el Programa Analitico de la asignatura Electronica Aplicada |, de la
carrera Ingenieria Electrénica, Plan 2023, Ordenanza N? 1849 del Diseio Curricular, 3% nivel,
cuya carga horaria anual es de 5 hs. y con régimen de dictado anual, sequn ANEXO | que se
adjunta a la presente.

ARTICULO 2¢°.- Registrese, comuniquese, cumplido archivese.

RESOLUCION CD N°: 738/2023

Ing. JUAN C. CATLONI
“~._| Secretario
Académico
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1. DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASIGNATURA

Departamento:

Ingenieria Electrénica

Carreral/as:

Ingenieria Electronica

Asignatura:

Electronica Aplicada |

Nivel de la carrera

Tercer Nivel

Duracién

160 hs catedra

Bloque curricular:

Tecnologias Basicas

Régimen:

Anual

Area:

Electranica




Secretaria Académica

2. PROGRAMA ANALITICO EJE/UNIDAD

Contenidos minimos Ord. 1849

* Sefiales y fuentes de sefial.

* Transistor bipolar con sefales fuertes y sefiales débiles.

* Transistor unipolar con sefales débiles y fuertes.

» Configuraciones Especiaies: Fuentes de corriente a transistores y cargas activas.
s Amplificador diferencial.

+ Amplificadores multietapas.

» Conceptos de disefio de circuitos integrados analégicos.

Ejes Tematicos

Sefiales y fuentes de sefal
Transistores con sefiales fuertes y sefiales débiles

Configuraciones compuestas

B M =

Fuentes de alimentacién

Eje Tematico N°1: SENALES Y FUENTES DE SENAL

UNIDAD N°1: SENALES Y FUENTES DE SENAL

-1 CLASIFICACION DE LAS SENALES
I-1-1  Sefiales analdgicas: definicion; distintas formas de onda: sefiales moduladas en
amplitud y frecuencia. Observacion y mediciéon mediante el uso de osciloscopio.

[-1-2 Sefales digitales: definicion; sefiales moduiadas por ancho de pulso,
Observacién mediante el uso de osciloscopio.

-2 FUENTES DE SENAL

I-2-1 Fuentes tipicas de sefiales analogicas: tv., audio; transductores industriales:
termocupla, celdas de carga, etc.; observaciéon de las mismas en laboratorio o plantas
industriales
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I-2-2 Transductores de sefiales digitales: reglas opticas, encoder. Observacion de las
mismas mediante el uso de osciloscopio.

Eje Tematico N°2: TRANSISTORES CON SENALES FUERTES Y
SENALES DEBILES

Unidad N°2: TRANSISTOR BIPOLAR CON SENALES FUERTES

-1 CARACTERISTICAS GENERALES
11-1-1 Transistor PNP: circulacién de corrientes; caracteristicas de las uniones B-E y B-
C: curvas caracteristicas; distintas configuraciones: EC, CC, y BC.

II-1-2 Transistor NPN: circulacién de corrientes; caracteristicas de las uniones: B-E y B-
C; curvas caracteristicas; distintas configuraciones: EC, CC, y BC.

[I-1-3  Accion amplificadora.

-2 POLARIZACION
II-2-1 Trazado de la recta de carga de corriente continua y determinacion del punto de
trabajo.

[I-2-2 Desplazamiento del punto de trabajo por dispersién del HFE, relacién entre Re
y Rb; polarizacién a lcq constante.

11-2-3  Polarizacion por divisor resistivo.
lI-2-4 El transistor en conmutacion

II-3 INYECCION DE SENAL
[1-3-1 Desplazamiento del punto Q por inyeccién de sefial en base; variacion de ib, ic y
vee.

[1-3-2 Amplificador con condensador de desacople de Re. y acople de Rc.
Determinacidn y trazado de |a recta de carga de corriente alterna.

ft—4 POTENCIA
[I-4-1  Potencia de fuente, transistor y resistencias. Rendimiento.

[I-4-2  Raesistencia térmica, curva de degradacion, disipadores.
[I-4-3  Especificaciones de los fabricantes.

li-5 ESTABILIDAD DE LA POLARIZACION
[I-5-1 Desplazamiento del punto Q por variaciones del HFE.

[I-5-2 Desplazamiento del punto Q por efecto de la temperatura.
[I-5-3 Factores de estabilidad.

lI-5-4 Compensacion térmica, distintos métodos de compensacién: por uno y dos
diodos en base; por transistor en base y por dicdo en emisor.

AU
= 4
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Unidad N°3: TRANSISTOR UNIPOLAR CON SENALES
FUERTES

-1 TRANSISTOR JFET

lil-1-1 JFET de canal N y P; construccion: funcionamiento; curvas y ecuaciones
caracteristicas

I11-1-2  Comparacién entre el JFET y el BJT. Uso de hojas de datos.

lI-1-3  Polarizacién y su estabilidad: distintas configuraciones: polarizacién fija,
autopolarizacién, divisor resistivo. Trazado de rectas de carga.

{-2 TRANSISTOR MOSFET
l11-2-1 MOSFET de tipo INCREMENTAL, de canal N y canal P. Construccién; modo de
funcionamiento; caracteristicas de drenaje y transferencia.

11-2-2 MOSFET de tipo DECREMENTAL, de canal N y canal P. Construccién: modo de
funcionamiento; caracteristicas de drenaje y transferencia.

l11-2-3 Polarizacion del MOSFET de tipo INCREMENTAL: por retroalimentacion y
divisor resistivo. Estabilidad de Ia polarizacién: variacién maxima del punto Q por
vartacion de las caracteristicas del transistor.

Ill-2-4  Polarizacion del MOSFET de tipo DECREMENTAL: autopolarizacién y divisor
resistivo. Estabilidad de la polarizacion: variacién maxima del punto Q por variacién de
las caracteristicas del transistor.

Unidad N°4: TRANSISTOR BIPOLAR Y FET CON SENALES
DEBILES - PARAMETROS HiBRIDOS

v—1 TRANSISTOR BIPOLAR CONFIGURACION EMISOR COMUN
IV-1-1 Modelo de cuadripolo, parametros hibridos, circuito equivalente; ecuaciones:
parametros: definicidén y unidades.

IV-1-2  Determinacion de los parametros.

IV-1-3  Variacién de los pardmetros respecto de Ic, Vce y T. Interpretacion de datos
técnicos.

IV-1-4  Circuito hibrido completo y simplificado; determinacion de ganancia, resistencia
de entrada y salida. Conclusiones.

fV—2 CONFIGURACION BASE COMUN
IV-2-1 Determinacion de parametros a partir de las ecuaciones correspondientes.

v-2-2 Determinacién de parametros a partir de los correspondientes a la
configuracién emisor comun. Comparacion.
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IV-2-3 Circuito completo y simplificado; ganancias de corriente y tension, resistencias
de entrada y salida. Conclusiones

V-3  CONFIGURACION COLECTOR COMUN
IV-3-1 Circuito equivalente obtenido a partir de los parametros correspondientes a Ia
configuraciéon emisor comun.

tV-3-2 Determinacién de ganancias de corriente y tension, resistencias de entrada y
salida. Conclusiones

IV-3-3 Reflexion de impedancias. Procedimiento.

IV-4  MODELO PARA PEQUENA SENAL DEL JFET
iIV-4-1 Circuito equivalente; descripcidn y determinacion de los parametros.

IV-4-2 Configuracién surtidor comun: circuitos equivalentes correspondientes a las
distintas formas de polarizacién; determinacién de ganancia y resistencias de entrada y
salida. Conclusiones.

IV-4-3 Configuracion drenador comun: circuito equivalente; determinacion de ganancia
y resistencias de entrada y salida. Conclusiones.

IV-4-4 Proceso de reflexion de impedancias. Método practico.

IV-4-5 Configuraciéon puerta comun: circuito equivalente; determinacion de ganancia y
resistencias de entrada y salida. Conclusiones.

IV-4-8 Uso de la reflexién como método practico.
IV-4-7 Analogia con el MOSFET de tipo DECREMENTAL

V-5 MODELO PARA PEQUENA SENAL DEL MOSFET INCREMENTAL
1V-5-1 Circuito equivalente. Descripcién y determinacién de los parametros.

IV-5-2 Configuracion surtidor comuan: con polarizacion por retroalimentacion y divisor
resistivo; determinacién de la ganancia de tensién y resistencias de entrada y salida.

IV-5-3 Otras configuraciones: compuerta comuUn y drenador comun; circuitos
equivalentes. Comparacion con el JFET.

Eje Tematico N°3: CONFIGURACIONES COMPUESTAS

Unidad N°5: FUENTE DE CORRIENTE A TRANSISTORES Y
CARGAS ACTIVAS

V-1 CONSIDERACIONES GENERALES
V-1-1 Fuente de corriente basica con BJT y FET; principio de funcionamiento;
caracteristicas generales.

V-1-2 Fuente de corriente ESPEJO: modelo circuital; principic de funcionamiento;
corriente de salida; variacion con la temperatura; usos mas comunes.
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V-1-3 Versidén mejorada con tercer transistor; corriente de salida. Uso de resistencia de
emisor; variacion de la corriente de salida,

V-1-4  Espejo de corriente con transistores FET.

V-2 OTRAS FUENTES DE CORRIENTE
V-2-1 Fuente de corriente WIDLAR: modelo circuital; principio de funcionamiento
usos tipicos. Resistencia de emisor y salida.

V-2-2 Fuente de corriente WILSON: modelo circuital; principio de funcionamiento:
caracteristicas principales; corriente de salida.

Unidad N°6: AMPLIFICADORES MULTIETAPAS

VI-1 ACOPLAMIENTO R-C
Vi-1-1 Etapas en cascadas: caracteristicas generales; distintas configuraciones.

VI-1-2 Configuraciones tipicas: modelo circuital; modelo equivalente para pequefia
sefal; determinacién de ganancias de corriente y tension; resistencias de entrada y
salida.

VI-2  ACOPLAMIENTO DIRECTO

ViI-2-1 Etapas en cascadas: modelo circuital; cdlculo de la polarizacion: circuito
equivalente para pequefia sefal: calculo de ganancias de corriente y tension:
resistencias de entrada y salida

VI-2-2 Amplificador CASCODO: modelo circuital, caracteristicas generales;
polarizacion; circuito equivalente para pequeha sefial; tension de salida; resistencias de
entrada y salida.

VI-2-3 Amplificador D' ARLINGTON: modelo circuital; caracteristicas generales: calcuio
de la polarizacién; circuito equivalente para pequena sefial; calculo de la ganancia de
corriente; resistencias de entrada y salida.

Unidad N°7: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

VII-1  Modelo circuital; caracteristicas generales; interpretacion de las sefiales de modo
comun y diferencial.

Vil-2  Analisis del punto de reposo: rectas de carga de modo comun y diferencial:
determinacion de fa regién de funcionamiento lineal.

VII-3  Analisis para pequefa sefal: circuito equivalente; tension de salida (Vo1- Vo2);
resistencia de entrada de modo comdn y diferencial; resistencia de salida: relacién de
rechazo de modo comun.

VIl-4  Modificacién por fuente de corriente constante en emisor: modelo circuital;
caracteristicas principales; condiciones de polarizacion; analisis para pequefia sefial:
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circuito equivalente; tension de salida; resistencia de entrada y salida; relacién de
rechazo de modo comun.

VII-5  Amplificador diferencial con entrada Darlington: medelo circuital; caracteristicas
principales; determinacion de las condiciones de reposo; analisis para pequefia sefial:
circuito equivalente; tension de salida; resistencia de entrada y relacion de rechazo de
maodo comun.

VII-6  Amplificador diferencial con transistores FET: modelo circuital; caracteristicas
principales; analisis para pequefia sefial. circuito equivalente; tensidon de salida;
resistencia de entrada y salida.

Eje tematico N°4: FUENTES DE ALIMENTACION

Unidad N°8: FUENTES DE ALIMENTACION

Vill-1  RECTIFICADORES

VIlIl-1-1  Rectificadores: monofasico de media onda, onda completa y bifasico de
media onda; calculo de: tensién y corriente media y eficaz en la carga y en los diodos.
Formas de onda.

VIll-1-2 Rectificadores con filtros capacitivos: configuracion circuital; caracteristicas
sobresalientes; formas de onda. Uso de las curvas de SHADE para el disefio de filtros.

Vill-2  FUENTES REGULADAS POR DIODO ZENNER
VIII-2-1  Compoertamiento del diodo ZENNER con carga y tensién variables.

VIlI-2-2 Fuente basica con diodo ZENNER vy transistor BJT; principio de funcionamiento;
criterios para el célculo y seleccion de componentes.

VilI-2-3 Otros modelos circuitales simples; principio de funcionamiento.




